czyli co by bylo, gdyby ...

W rubryce “Genialne schematy, czyli
co by byto, gdyby...” przedstawia-

“my schematy nadestane przez naszych
..Czytelnlkow Moga to by¢ wiasne bardziej

lub mniej genialne pomysty, albo tez sche-
i maty zaczerpniete z literatury. W tym dru-
| L.gim przypadku chodzi 0 przypomnienie i za-

W wielu uktadach elektronicznych za-
stosowane sg delikatne elementy, ktére
moga ulec uszkodzeniu przy dotgczeniu

ol
e ‘_-nap@ma o odwrotnej polaryzam Dlatego

ikonstruktorzy wyposazaja niektére uktady
W obwod zabezpieczajgcy przed skutkami
odwrotnego dotaczenia zasilania. Typowe

= :dwa sposoby pokazano na rysunku 1.

AT

_Sposob z rysunku 1a jest stosowany

78 czesciej. Jego wada jest spadek napiecia

i:na przewodzgcej diodzie — rzeczywiste na-
iﬁpleme zasnajace uktad jest o 0,6...0,8V
5 mniejsze niz napiecie baterii. Zaleta Jest
_:_'fakt ze odwrotne dotgczenie zasilania nie
‘powoduje  przeptywu  jakiegokolwiek
pradu.
=i+ Z kolei uktad z rysunku b ma te zalete,
“7e W czasie normalnej pracy nie wystepujg
zadne straty napiecia. Przy odwrotnym
podiaczenlu zasilania uktad “jest zasilany”

: -. naplemem 0 n|epraW|dioweJ biegunowos-

.ci, ale napiecie to jest bezpieczne, rowne
-spadkowi napiecia na przewodzacej dio-

prezentowanie schematow, godnych zain-
teresowania albo ze wzgledu na praktyczng
przydatnosé, albo na oryginalne rozwigza-
nia uktadowe.

W odréznieniu od innych dziatéw
EdW, tu nie sa potrzebne dziatajagce mo-
dele. Wystarczy porzadny schemat z

wrotnej biegunowosci baterii przez diode
zabezpieczajaca ptynie duzy prad, prakty-
cznie réwny pradowi zwarcia baterii. W za-
leznosci od wydajnosci uzyte| baterii trze-
ba w tym uktadzie stosowac diode o odpo-
wiednio duzym pradzie pracy. Nawet w
przypadku matej baterii 9-woltowej powin-
na to by¢ dioda 1-amperowa.

Niewiele poprawia sytuacje dodanie
bezpiecznika, jak na rysunku 1c. Niedos-
wiadczeni  elektronicy zapominaja bo-
wiem, ze bezpiecznik (zwitaszcza bezpie-
cznik o matym prgdzie nominalnym) ma
sporg rezystancje , na ktérej podczas nor-
malnej pracy wystapi znaczacy spadek
napiecia.

Rys. 2 Uktad z MOSFETEM
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wartosciami elementéw (lub dodatkowo:
wykaz elementow),
opis dziatania.

Prosimy o nadsytanie do tej rubryki ‘Ei

ewentualnie krotki

wszelkich schematoéw, Waszym zdaniem -

godnych szerszej prezentaciji. Na kopercie
dopiszcie "Genialne schematy”.
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Rys. 3 “Normalne” wigczenie
MOSFETa i

w chwili prawidtowego wigczenia baterii, :

prad ptynie najpierw przez te pasozytniczg

diode, a poniewaz napigcie bramka-Zrodto .

e

e

jest duze, tranzystor momentalnie otwie-:

ra sie w petni i niejako zwiera te diode.
Rezystancja w peini otwartego tranzysto-
ra mocy wWynosi mnlej niz 0,1Q, i dzieki te-
mu. spadek napiecia na nim jest przy::
pradach ponizej 1A pomijalnie maty.

Przy nieprawidtowym dotaczeniu ba-

.-

teri, tranzystor nie bedzie przewodzif,

= poniewaz zasilany uktad elektronlcznym.
moze by¢ potraktowany jako jakas opor==
nosc i napleme bramka-zrodto (Jednoozes- HE

dzie. Istotng wada jest tu fakt, ze przy od-
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Wymienionych wad nie ma uktad za-
bezpieczajacy z rysunku 2. Podczas nor-
malnej pracy wystepuje na nim pomijal-
nie maty spadek napiecia, rzedu co naj-
wyzej pojedynczych miliwoltéw, nato-
miast przy odwrotnym dotgczeniu baterii
nie ptynie zaden prad. Osoby, ktére znaja
tranzystory MOSFET moga by¢ zasko-
czone sposobem wigczenia tranzystora.
Po chwili zastanowienia zorientujg sie, ze
tranzystor jest tu wigczony niejako od-
wrotnie. Tak by¢ musi ze wzgledu na pa-
sozytnicze ztacze (diode), wystepujace
we wszystkich MOSFET-ach miedzy dre-
nem a zrodtem. Dioda taka nie jest zazna-
czona na rysunku 2. Gdyby tranzystor byt
wigczony “normalnie”, czyli wedtug ry-
sunku 3, przy odwrotnym (nieprawidto-
wym) dotgczeniu zasilania prad poptynat-
by przez te pasozytnicza diode i zniwe-
czyt dziatanie zabezpieczenia. Mozna so-
bie ‘wyobrazi¢, iz przy “odwrotnym”
wigczeniu tranzystora wedtug rysunku 2,

nie napiecie na obciazeniu) bedzie réwne -
zeru. llustruje to rysunek 4. i
W ukfadzie mozna stosowaé dowolne
tranzystory MOSFET N, najlepiej tranzy-
story duzej mocy na mate napiecie pracy-
— takie majg najmniejszg rezystancje w
stanie ‘wigczenia.  Przy napieciu: baterii
mniejszym niz 9...12V, aby zapewni¢ pet:
ne otwarcie, naleia*oby uzyé tranzysto-
row o mniejszym napieciu otwierania — i
najprosciej typow z literka L, np. BUZ11L AR
lub podobnych. :

Rys. 4 Uktad z rysunku 2 przy
odwrotnym dotgczeniu zasilania
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